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(57) Abstract 

The invention relates to a method and to a device for treating tabular substrates (5) according to which said substrate (5) is arranged 
in a narrow gap (62) between two plates (60, 61). 

(57) Zusammcnfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Behandeln von fiSchigen Substraten (5), wobei das Substrat (5) in 
einen engen Spalt (62) zwischen zwei Schildem (60, 61) angeordnet ist. 
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Titel: Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von 
flachigen Substraten, insbesondere Silizium- 
Scheiben (Wafer) zur Herstellung 
mikroelektronischer Bauelemente 

Beschreibung 

- Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum 
Behandeln bzw. Bearbeiten von flachigen- Subs traten, 
insbesondere Silizium-Scheiben zur Herstellung 
mikroelektronischer Bauelemente gemaS dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 6. 

Substrate fur Bauelemente der Elektronik, z.B. Silizium- 
Scheiben, die auch Wafer genannt werden, erfordern extrem 
saubere Oberflachen, die wiederholte Reinigungsprozesse 
wahrend der Herstellung eines Chips erforderlich machen. Ein 
Verfahren und eine Vorrichtung zum Behandeln derartiger 
Substrate 1st bereits aus der US 5,4 68,302 bekannt . Die EP 
526 245 Al offenbart ebenfalls eine Vorrichtung zur Reinigung 
von Silizium-Wafern. In beiden Vorrichtungen werden die 
Scheiben in vertikaler Ausrichtung transportiert und 
behandelt. Als nachteilig hat sich herausgestellt , dass fur 
das Reinigen der Scheiben eine relativ grofie Menge an 
Behandlungsf luid erforderlich ist. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
und eine Vorrichtung der eingangs genannten Art derart 
weiterzubilden, dass mit ihnen scheibenf ormige Substrate 
behandelt werden konnen, ohne dass hierfiir eine gro£e Menge 
an Behandlungsf luid erforderlich ist. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS bei einem Verfahren der 
eingangs genannten Art dadurch gelost, dass die Scheibe in 
der Behandlungsstation in unmittelbarer Nachbarschaf t 

Bestatigungskopie 
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wenigstens eines parallel zur Scheibe ausgerichteten Schildes 
angeordnet ist und dass zwischen die Scheibe und das Schild 
ein Behandlungsf luid auf die Scheibe geleitet wird. 

Die Aufgabe wird auSerdem durch eine Vorrichtung gelost, die 
eine Behandlungsstation und eine Aufnahme fur die Scheibe in 
vertikaler Ausrichtung aufweist, wobei in der 
Behandlungsstation wenigstens ein parallel zur Scheibe 
ausgerichtetes Schild vorgesehen ist, welches sich in 
unmittelbarer Nachbarschaf t zur Scheibe befindet und zwischen 
der Scheibe und dem Schild ein enger Spalt gebildet wird, und 
dass in den Spalt wenigstens eine ein Behandlungsf luid 
einspruhende Duse vorgesehen ist. 

Durch die Anordnung eines Schildes in unmittelbarer 
Nachbarschaf t zur Scheibe, so dass zwischen dem Schild und 
der Scheibe lediglich ein geringer Spalt verbleibt, und durch 
Einfuhren des Behandlungsf luides in den Spalt zwischen der 
Scheibe und dem Schild wird relativ wenig Behandlungsf luid 
verbraucht und auSerdem wird das Behandlungsf luid optimal zur 
Reinigung der Substratoberf lache ausgenutzt. Aufgrund des 
engen Spaltes geht nahezu kein Behandlungsf luid ungenutzt 
verloren. 

Falls Turbulenzen zwischen der Scheibe und dem Schild, d.h. 
innerhalb des Spaltes unerwiinscht sind, wird das Schild mit 
der Scheibe in Rotation versetzt, so dass auSerdem das 
Behandlungsf luid radial nach auSen geschleudert und 
abtransportiert wird. Der Antrieb fur die Scheibe und der 
Antrieb fiir das Schild konnen miteinander gekoppelt sein bzw. 
die beiden Bauelemente konnen den gleichen Antrieb aufweisen. 

GemaS einem bevorzugten Ausf uhrungsbeispiel wird das 
Behandlungsf luid senkrecht oder unter einem von 90° 
abweichenden Winkel auf die Oberf lache der Scheibe geleitet. 
AuSerdem kann die das Behandlungsf luid ausspruhende Duse 
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verschwenkt und/oder iiber die Oberflache der Scheibe 
verfahren werden. Auf diese Weise wird eine optimale 
Reinigung der Scheibe erzielt, insbesondere wenn die Diise 
computergesteuert die Oberflache des Substrats nach Art eines 
Scanners uberstreicht . 

GemaE einem bevorzugten Ausf iihrungsbeispiel wird die Scheibe 
in einem engen Spalt zwischen zwei Schildern angeordnet . Auf 
diese Weise konnen beide Substratoberf lachen gleichzeitig 
behandelt werden, was zum einen eine erhebliche Zeitersparnis 
mit sich bringt, zum anderen bei der Verwendung warmer oder 
heisser Behandlungsf luide Materialspannungen in der Scheibe 
in Grenzen halt. Zum Bespruhen der Scheibe weist das Schild 
insbesondere eine Spruhoffnung auf, durch welche das 
Behandlungsf luid hindurch auf die Scheibe geleitet wird. 

Mit Vorzug ist die Spaltweite zwischen; der Scheibe und dem 
Schild bzw. zwischen zwei Schildern einstellbar. Insbesondere 
kann hierdurch die Stromung des Behandlungsf luids beeinflusst 
und auf optimale. Werte eingestellt werden. 

Ein weiterer Vorteil wird darin gesehen, dass das Schild 
gleich gro£, kleiner oder groSer als die Scheibe ist. 
Insbesondere ist das Schild topfformig ausgebildet und die 
Scheibe im Topf angeordnet. Bei dieser Ausf uhrungsf orm wird 
nicht nur die Seitenoberf lache sondern auch die Kante der 
Seite gereinigt, ohne dass hierfiir gesonderte Spriihdusen 
erforderlich sind. 

Eine Ausf uhrungsf orm sieht vor, dass das Schild an seiner der 
Scheibe zugewandten Oberflache Fuhrungskanale , wie Spiralen, 
Lamellen usw. zur Fuhrung des Behandlungsf luids auf weist. 
Diese Fuhrungskanale bewirken, dass das Behandlungsf luid 
nicht ungenutzt entweichen kann sondern iiber die 
Fuhrungskanale gezielt an die Substratoberf lache herangefuhrt 
wird, so dass dort der Reinigungsprozess stattfinden kann. 
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Urn die Austrittsgeschwindigkeit des Behandlungsf luids zu 
verringern weist die Diise fur das Behandlungsf luid eine groEe 
Austrittsof f nung auf . Die Weite der Austrittsof f nung kann im 
Bereich von 5 % bis 30 % des Durchmessers der Scheibe liegen. 
Aufierdem ist die Diise in Richtung auf die Oberflache 
verfahrbar angeordnet . 

Urn die Scheiben problemlos entnehmen und zu behandelnde 
Scheiben in die Behandlungsvorrichtung einfuhren zu konnen, 
sind die Schilder voneinander entfernbar. Dadurch wird der 
enge Spalt geoffnet, so dass Entnahmevorrichtungen die 
Scheibe ergreifen und entnehmen konnen. AuSerdem kann 
vorgesehen sein, dass vor der Entnahme oder vor dem 
Trockenprozess die Scheibe mittels einer separaten Diise, die 
zwischen die Schilder eingefahren wird, mit einem weiteren 
Fluid behandelt wird. 

Das Schild kann entweder gleichsinnig oder im Gegensinn zur 
Scheibe gedreht werden, oder es kann stationar sein. 

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteranspriichen sowie der nachf olgenden 
Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
besonders bevorzugte Ausf iihrungsbeispiele beschrieben sind. 
Dabei konnen die in der Zeichnung dargestellten und in der 
Beschreibung und den Anspriichen erwahnten Merkmale jeweils 
einzeln fur sich oder in beliebiger Kombination 
erf indungswesentlich sein. In der Zeichnung zeigen: 

Figuren 

1 und 2 jeweils eine Trocknungseinrichtung mit 
Schleuderkammer in geoffneter und in 
SchlieSstellung; 

Figur 3 eine Haltevorrichtung mit verlagerbar angeordneten 
Schildern; 
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Figur 4 eine Behandlung des Substrats mit zusatzlichen 
Dusen; 

Figur 5 eine Anordnung mit einem topfformigen Schild, 

Figur G eine Anordnung mit einer Diise mit relativ grolSem 
Austrittsquerschnitt ; und 

Figur 7 eine Anordnung mit verlagerbarer Duse. 

Die Figur 1 zeigt eine insgesamt mit 59 bezeichnete 
Trocknungsstation zur Spin-Trocknung, bei der eine Scheibe 
oder ein Substrat 5 mittels eines Greifers 19 an seinem 
Randbereich innerhalb der geschlossenen Trockenstation 59 
gehalten wird, wobei der Greifer 19 uber eine Welle 54 in 
Rotation versetzbar ist. Die Trocknungsstation 5 9 besteht aus 
zwei Half ten 55 und 56, die zum Be- und Entladen 
auseinandergef ahren werden konnen. Das Substrat 5 wird zum 
Trocknen in Rotation versetzt. Die Zentrif ugalkraf te , die auf 
die Behandlungsmittel wirken, werden durch die Schwerkraft 
unterstiitzt, die ebenfalls auf die Wassertropf en, die sich 
auf dem Substrat 5 befinden, wirkt . Urn die 
Oberf lachenspannung des Wasser zu reduzieren, wird in die 
Trocknungsstation 59 ein Gas-Alkohol-Gemisch bzw. ein Gas- 
Chemikalien-Gemisch eingeleitet, so dass in der 
Trocknungsstation 5 9 eine Alkohol-Atmosphare oder eine 
Chemikalien-Atmosphare herrscht . Durch die Rotation der 
Scheibe wird das Wasser von der Oberflache des Substrates 5 
weggeschleudert und mittels einer Absaugeinrichtung uber 
einen Ablauf 57 abgesaugt v Hierdurch wird auch der 
herrschende Uberdruck abgebaut . 

Urn die Menge als auch die Konzentration des einzuleitenden 
Gas-Alkohol-Gemisches bzw. Gas-Chemikalien-Gemisches zur 
Reduzierung der Oberf lachenspannung des Wassers auf der 
Oberflache des zu trocknenden Substrats 5 gering zu halten, 
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werden innerhalb der Trocknungsstatipn 59 zwei Schilder 60 
und 61 angeordnet , die zwischen sich einen Spalt 62 
definieren. Innerhalb des Spaltes 62 befindet sich das 
Substrat 5, welches sowohl zum Schild 60 als auch zum Schild 
61 einen geringen Abstand aufweist. Uber die Welle 54 bzw. 
54' wird das Gas-Alkohol-Gemisch in die Trocknungsstation 5 9 
und zwar zwischen das Schild 60 und das Substrat 5 als auch 
zwischen das Schild 61 und das Substrat 5 eingeleitet. Nach 
dem Austritt aus der Welle 54 bzw. 54' trifft das 
Behandlungsf luid unmittelbar auf die Oberflache des Substrats 
5 auf und verteilt sich in Richtung der Pfeile 63. 

Zur Entnahme des Substrats 5 aus der Trocknungsstation 5 9 
werden die beiden Halften 55 und 56 auseinandergef ahren, die 
Arme 64 abgeklappt und das Substrat 5 zum Weitertransport 
freigegeben (Figur 2) . 

GemaS Figur 3 ist es auch denkbar, dass die Wellen 54 und 54' 
axial in Richtung der Pfeile 65 bzw. 65' verlagert werden, 
wodurch der Spalt 62 vergrofiert wird, so dass nach dem 
Abklappen der Arme 64 das Substrat 5 ebenfalls freigegeben 
wird. 

Beim Ausf uhrungsbeispiel der Figur 4 ist dargestellt, dass 
nach der Verlagerung zumindest des Schildes 60 eine 
zusatzliche Duse 65 zwischen das Schild 6 0 und das Substrat 5 
eingefahren wird, so dass die Oberflache des Substrats 5 
gereinigt werden kann. Es ist auch denkbar, mit einer 
auSerhalb angeordneten Duse 66 die Oberflache des Substrats. 
zu behandeln. Dies kann sowohl vor und/oder als auch nach dem 
Trocknungsprozess erfolgen. 

Beim Ausf uhrungsbeispiel der Figur 5 ist das Schild 60 
topfformig ausgebildet und besitzt einen das Substrat 5 
ubergreif enden Rand 67, uber welchen das Gemisch 58 urn den 
Substratrand herum geleitet wird. Hierdurch kann bei 
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niedrigen Schleuderdrehzahlen die Trocknung verbessert 
werden . 

In der Figur 6 ist ein Ausf uhrungsbeispiel dargestellt , bei 
welchem die Diise 6 8 zur Einleitung des Gas-Alkohol-Gemisches 
58 mit einem grofien Querschnitt 69 ausgebildet wird . Auf 
diese Weise wird die Stromungsgeschwindigkeit des Gemisches 
58 und dadurch Turbulenzen in der Trocknungsstation 5 9 
verringert . 

Die Figur 7 zeigt ein Ausf uhrungsbeispiel , bei dem die Diise 
6 8 entlang der Oberflache des Substrates 5 in Richtung der 
Pfeile 70 verfahrbar ist. Es ist auch denkbar, die Diise 68 
verschwenkbar zu lagern, so dass die Oberflache des Substrats 
5 mit unterschiedlichen Winkeln angespruht wird. 

Uber die Diise 68 , die auch in ~der; Welle v54" yorgesehen ist , 
konnen sowohl Gase als auch Fliissigkeiten (insgesamt als 
Fluide bezeichnet) verspriiht werden. 



WO 00/42637 



8 



PCT/EP99/00252 



Patentanspruche 

1. Verfahren zum Behandeln von flachigen Substraten (5), 
insbesondere Silizium-Scheiben zur Herstellung 
mikroelektronischer Bauelemente, wobei die flachigen 
Substrate (5) , insbesondere die Silizium-Scheiben, 
derart ausgerichtet werden, dass die Scheibenebene im 
Wesentlichen vertikal verlauft und dass die Scheiben (5) 
in dieser Ausrichtung wenigstens eine Behandlungsstation 
durchlaufen, dadurch gekennzeichnet, dass die Scheibe 
(5) in der Behandlungsstation (59) in unmittelbarer 
Nachbarschaf t wenigstens eines parallel zur Scheibe (5) 
ausgerichteten Schildes (60, 61) angeordnet ist und dass 
zwischen die Scheibe (5) und das Schild (60, 61) ein 
Behandlungsf luid auf die Scheibe (5) geleitet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass 
das Schild (60, 61) mit der Scheibe (5) in Rotation 
versetzt wird. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Behandlungsf luid 
senkrecht oder unter einem von 90° abweichenden Winkel 
auf die Oberflache der Scheibe (5) geleitet wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Scheibe (5) in einen 
engen Spalt (62) zwischen zwei Schildern (60, 61) 
angeordnet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Scheibe (5) durch das 
Schild (60, 61) hindurch, insbesondere uber eine 
Spruhoffnung bespriiht wird. 
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6. Vorrichtung zur Durchf iihrung des Verfahrens nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche mit einer 

Behandlungsstation (59) und einer Aufnahme (19) fur die 
Scheibe (5) in vertikaler Richtung, dadurch 
gekennzeichnet, dass in der Behandlungsstation (59) 
wenigstens ein parallel zur Scheibe (5) ausgerichtetes 
Schild (60, 61) vorgesehen ist, welches sich in 
unmittelbarer Nachbarschaf t zur Scheibe (5) befindet und 
zwischen der Scheibe (5) und dem Schild (60, 61) ein 
enger Spalt (62) gebildet wird, und dass wenigstens eine 
ein Behandlungsf luid in den Spalt einspruhende Diise (58) 
vorgesehen ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Spaltweite einstellbar ist. 

8 . Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7 , dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schild (60, 61) gleich groS, 
kleiner oder groSer als die Scheibe (5) ist. 

9. Vorrichtung. nach einem der Anspriiche 6 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schild (60, 61) topfformig 
geformt ist und die Scheibe (5) im Topf angeordnet ist. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schild (60, 61) an seiner der 
Scheibe (5) zugewandten Oberflache Fuhrungskanale, wie 
Spiralen, Lamellen usw. zur Fiihrung des 
Behandlungsf luids aufweist. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Diise (58) fur das 
Behandlungsf luid eine grofie Austrittsof f nung aufweist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Diise (68) iiber die Oberflache 
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der Scheibe (5) verschwenkbar, yerfahrbar Oder auf diese 
zustellbar ist. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 6 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet , dass bei mehreren Schildern (60, 61) 
diese zur Entnahme und zum Einfuhren der Scheibe (5) in 
die Behandlungsstation (59) voneinander entfernbar sind. 

14. Vorrichtung nach einem der Anspruche 6 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schild (60, 61) gleichsinnig 
oder im Gegensinn zur drehenden Scheibe (5) drehbar ist. 
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